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Objectif : Modéliser et simuler le plus pre

C
dans les nanostructures et les dispositifs _

> Architectures multi-grilles
> Transport quantique
» Effets de confinement &l |
» Structure de bandes de la nanostructure
» Aspects numériques
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Premiers résultats
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Premiers niveaux d’énergie et états associés
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C. Rivas et al., Proceedings of NanoTech 2003

Structure atomique d’un fil carré de Silicium

2.0

19+
1.8

1.7

16}

15+

1.63 nm x 1.63 nm

14 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L
-03 02 -01 00 01 02 03

Vecteur d'onde k (n/a)
Structure de bandes (de conduction)
pour un fil de Silicium de section carré
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